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1. Моделі МОН-транзисторів для схемотехнічного проектування субмікронних інтегральних схем

2. MOS-transistors models for design of integrated submicron circuits

Реферат:
1. Дисертація присвячена створенню ефективних шляхів для вбудовування моделей в програмні комплекси
схемотехнічних САПР на прикладі моделі субмікронного рівня BSIM3. Приділено увагу структурі моделі
МОН-транзистора, ефектам, які впливають на точність розрахунку параметрів моделі транзистора
субмікронних розмірів, послідовності вбудовування моделі в САПР схемотехнічного проектування, перевірці
на правильність отриманої моделі за допомогою порівняльного моделювання. В роботі встановлено
методику врахування ємностей в прямому та інверсному режимах, уточнено співвідношення для ємностей в
прямому та інверсному режимах, встановлено, що на швидкість збіжності обчислень не впливає друга
похідна заряду в вузлах транзистора по вузловій напрузі. Порівняльне моделювання показало, що створена
за результатами дисертаційної роботи надійна модифікація моделі BSIM3 не лише правильно моделює
субмікронний МОН-транзистор, але й перевищує за ефективністю модель, яка використовується в пакеті
схемотехнічного проектування SPICE.



2. An effective ways for building of models in the circuit design CAD on the example of submicron level model
BSIM3 are researched in the thesis. The structure of MOS-transistor model is studied, as well as effects which
affect computation accuracy of model parameters of transistor of submicron sizes, the sequences of building of
model in circuit design CAD and correctness of the model by means of comparative simulation. Proposed the
method of consideration of intrinsic capacitances in the forward and inverse modes, introduced equation for
capacities in the forward and inverse modes, established independence of speed of calculations to the second
derivatives to the charge in the transistor nodes with respect to node voltages. The comparative design showed
that newly introduced modified model besides of correct simulations exceeds corresponding SPICE model by the
effectiveness.
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